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CARACTERISTICAS

Baja Vos: 75 p V max.

Baja deriva Vog: 1,3 pV/°C max.

Ultra estable frente a tiempo: 1,5 pV/mes max.

Ruido bajo: 0,6 puV p-p max.

Amplia gama de tensiones de entrada: +14 V

Amplia gama de tensiones de alimentacion: de3Val8V
Encaja en tomas de corriente de 725,108A/308A, 741,
ADS510

Pastilla a prueba de temperaturas de 125°C

APLICACIONES
Circuitos de control en estacion de base inalambrica
Circuitos de control de red optica
Instrumentacion
Sensores y controles
Termopares
RTDs
Puentes de tension
Mediciones de corriente derivada
Filtros de precision

DESCRICION GENERAL

El OP07 tiene una tension offset de entrada muy baja (75
pV max. Para el OPO7E) que se obtiene mediante una
reduccion en la fase del wafer. Por lo general, estas
tensiones offset bajas eliminan cualquier necesidad de
anulacion externa. E1 OP07 también presenta una corriente
de polarizacion de entrada baja (+ 4 nA para el OPO7E) y
una ganancia de circuito abierto alta (200 V/mV para el
OPO7E). Los offset bajos y la ganancia alta de circuito
abierto hacen que el OP07 sea especialmente Util para
aplicaciones de instrumentacion de ganancia alta.

La amplia gama de tensiones de entrada de + 13 V como
minimo, combinada con un CMRR alto de 106 dB (OPO7E)
y una impedancia de entrada alta, proporcionan una gran
precision en la configuracion del circuito de no inversion.
Se puede mantener una excelente linealidad y una precision
de ganancia incluso en ganancias altas de circuitos cerrados.
La estabilidad de los offset y de la ganancia es excelente con
el tiempo o con variaciones de la temperatura. La precision
y la estabilidad del OP07, incluso con una ganancia elevada,

CONEXIONES POR CLAVIJAS
Mini capsula DIP en resina epoxi (sufijo P)
Encapsulado SO de 8 patillas (sufijo S)

o
VosTRIM[1] ® - 2] Vo TRIM

-IN[ 2] [7] v+
+IN E%D—{E out
v-[4] [5] nC

NC = No hay conexion

combinado con la libertad que se obtiene a partir de la
anulacion externa, han hecho que el OP07 sea un estandar
industrial para las aplicaciones de instrumentacion.

El OPO7 esta disponible en dos grados de rendimiento
estandar. Las utilidades del OPO7E son especificas para
operaciones superiores a los margenes de temperatura de
0°C a 70°C, y el OPO7C para las operaciones superiores a
margenes de —40°C a +85°C.

El OP07 esta disponible en Mini capsula DIP epoxi de
plomo-8 y circuito SOIC de plomo-8. Es una sustitucion
directa para amplificadores 725,108A, y OPO05. Los
amplificadores del tipo 741 se pueden sustituir directamente
mediante la eliminacion del potencidometro de anulacion del
amplificador 741. Para obtener informaciéon acerca de
especificaciones mejoradas, consulte las del OP177 o el
OP1177. Para obtener informacion sobre DIP de ceramica,
encapsulados TO-99 y versiones estandar de micro circuitos
(SMD), consulte el OP77.
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OPO7 - ESPECIFICACIONES
OPO7E CARACTERISTICAS ELECTRICAS (ve= +15V, Ta= 25°C, si no hay contraindicacién).

Parametro Simbolo Condiciones Min. Tipo Miix. Unid
CARACTERISTICAS DE ENTRADA
Tension offset de entrada’ Vios 30 75 ny
Estabilidad® de Vs a largo plazo Vs Tlempol 0.3 [,5 L/ Mo
Corriente de ofT=et de entrada los 0.5 3.8 nh
Corriente de polanizacion de entrada | 1y 1.2 +4.0 nA
Tension de ruido de entrada En pep 0.1 Hz a 10 Hz .35 0.6 UV pp
Densidad de la tension de ruido [ fp =10 Hz [0.3 [5.0 nVHz
de entrada [p = 100 Hz? 1010 130 nVHz
fo =1 kHz 0.6 1.0 nV+Hz
Corriente de ruido de entrada [, pp 14 a0 pA p-p
Densidad de la corriente de ruido [, fy = 10 Hz 0,32 0,80 pAyvHz
de entrada fp = 100 He? 0.14 0,23 pAvHz
fn=1kHz 012 017 pAVHz
Resistencla de entrada--Modo diferenciall] Ry 15 Al mil
Resistencia de entrada--Modo comitin E nem 1650 -y
Alcance de tension de entrada [VE +13 +14 Y
Ratio de rechazo de modo comin ChRE Vi 106 123 dB
Ratio de rechazo de suministro eléctrico| PSRER Wy il 20 TLUAY
Ganancia de tension en gran sefial Avo I 200 500 VimV
150 ] VimV
CARACTERISTICAS DE SALIDA
Oscilacion de tension de salida Vi +12.5 12,0 A
120 12, W
+10.5 +12,0 Y
RENDIMIENTO DINAMICO
Velocidad de rotacion (Slew Rate) SR H_ 2 k03 0.1 0.3 \.I.L‘s
Ancho de banda de circuito cerrado BW Yyar = 1° 0,4 0.6 WMHz
Resistencia de salida de circuito cerrado] R V=0 1p=0 ] Q
Consumao de energia Py Ve =15V, sin carga 75 20 my
Ve ==+13V, sin carga | ] my
Alcance de regulacion de offset Rp =20 kL) +1 my

NOTAS

'Las mediciones de la tension offset de entrada se realizan mediante una herramienta de pruebas automatizadas aproximadamente cada
0,5 segundos una vez se haya aplicado la energia.
’La estabilidad de la tension offset de entrada a largo plazo hace referencia al calculo de la media de la tendencia de tiempo de Vs
frente al tiempo en periodos largos pasados los 30 primeros dias de funcionamiento. Si se excluye la hora inicial de operacion, los
cambios que se realicen en Vg durante los 30 primeros dias operativos, que son generalmente de 2.5 uV, haran referencia a las curvas
de rendimiento tipicas. El parametro es una muestra analizada.

’Muestra analizada.
*Garantizado por disefio.

>Garantizado, pero sin haber sido analizado.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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OPO7C CARACTERISTICAS ELECTRICAS (vs= +15 v, Ta= 25°C, si no hay contraindicacién).

Parimetro Simbolo Condiciones Min. Tipo Mix Unid
CARACTERISTICAS DE ENTRADA
Tension offset de entrada’ Vos 60 150 [T\
Estabilidad™ de Vs a largo plazo Vs Tiempo 0.4 2.0 uyViMo
Corrente de offset de entrada oS 0.8 6.0 n
Corriente de polarizacién de entrada | I 1.8 +7.0 n
Tensiom de ruido de entrada e pp 0.1 Hz to 10 Hz* (0,38 (.65 vV p-p
Densidad de la tension de ruido . fo= 10 Hz 0.5 200 nvVHz
de entrada fy = 100 Hz* 0.2 13.5 nVvHz
fo =1 kHz 9.8 [1.5 nvVHz
Corriente de ruido de entrada [, p-p 15 35 pA p-p
Densidad de la cornente de ruido [ fn=10Hz .35 0.890 [J.-'\.\E
de entrada f = 100 Hz* 0,15 0.27 pAvHz
=1 kHz 0,13 018 pAvHz
Resistencia de entrada—Maodo diferencial | Ry 8 33 mbl
Resistencia de entrada--Modo comiin l‘llNl"l'\I [ 20 L2
Alcance de tension de entrada [VR +13 +14 W
Ratio de rechazo de modo comin CHWER 100 120 db
Ratio de rechazo de suministro eléctrico PSER T 32 TR
Ganancia de tension en gran seial wo 120 400 VimW
100 400 VimV
CARACTERISTICAS DE SALIDA
Oscilacion de tension de salida Vg +12.10 +13.0 V
+11.5 +12.8 vV
+12.0
RENDIMIENTO DINAMICO
Velocidad de rotacion (Slew Rate) SR Ry =2 kO 0.1 0.3 Vils
Ancho de banda de circuito cerrado BW WL = 1® 0.4 0.6 MHz
Resistencia de salida de circunto cerrado H[:. “.-” =0 ].:] =1 G0 il
Consumo de energia Py Ve =415V, Mo Load 80 1 500 mW
Ve =413V, Mo Load | = Y
Alcance de regulacion de offset Rp= 20k £ mV

NOTAS

'Las mediciones de la tension offset de entrada realizan mediante una herramienta de pruebas automatizadas aproximadamente cada
0,5 segundos una vez se haya aplicado la energia.
’La estabilidad de la tension offset de entrada a largo plazo hace referencia al calculo de la media de la tendencia de tiempo de Vs
frente al tiempo en periodos largos pasados los 30 primeros dias de funcionamiento. Si se excluye la hora inicial de operacion, los
cambios que se realicen en Vg durante los 30 primeros dias operativos que son generalmente de 2,5 uV, haran referencia a las curvas
de rendimiento tipicas. El parametro es una muestra analizada.

*Muestra analizada.
*Garantizado por disefio.

>Garantizado, pero sin haber sido analizado.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.



OPO7 - ESPECIFICACIONES
OPO7E CARACTERISTICAS ELECTRICAS (vs = +15V, 0°C < Ta < 70°C, si no hay contraindicacién)

Parametro Simbelo Condiciones Min. Tipo Max Unid
CARACTERISTICAS DE ENTRADA

Tension offset de entrada’ Vios 15 130 v
Movimiento de tension sin equilibric externc]  TCVqg 0.3 [.3 LU/
Movimiento de tension con equilibrio externd| TCVosy Rp = 20 kL) 0.3 1.3 LU/
Corriente de offzet de entrada |[]_g 0.9 5.3 nA
Movimiento de la corriente de offset de entrada| 1T s 8 35 |:-."\.-' \
Corriente de polarizacién de entrada [ +1.5 +5.5 nA
Movimiento de la corrients de polarizacién de entradal 1TC 1 13 35 P
Alcance de tension de entrada VR +13 +13.5 V
Ratio de rechazo de modo comin CMRER Ve =213V 103 123 db
Ratio de rechazo de suministro eléctrico | PSER s=t3VaztlI8V T a2 LA
Ganancia de tension en gran seial Avo Rp =22k Vog=+10V | &0 |50 VimV

CARACTERISTICAS DE SALIDA

Oszcilacion de tension de salida Vo Ry = 10k +12 +12.6 V

NOTAS

'Las mediciones de la tension offset de entrada realizan mediante una herramienta de pruebas automatizadas aproximadamente cada
0,5 segundos una vez se haya aplicado la energia.

*Garantizado por disefio.
*Muestra analizada.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

(Vs=_15V,_40_C d Tad _85_C, si no hay contraindicacion.)

OPO7C CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Pariametro Simbolo Condiciones Min. Tipo Miix Unid
CARACTERISTICAS DE ENTRADA
Tensién offset de entrada’ Voo 85 230 by
Movimiento de tensién sin equilibrio externo®l  TCV g5 0.5 [ LW/
Movimiento de tension con equilibric externa] 1 CVosy Rp = 20 k() 0.4 .8 L/
Corrente de offset de entrada |[]5 [.6 8.0 ni
Movimiento de la corriente de offset de entrada | TCl g 12 50 P/
Corriente de polarizacion de entrada [ +272 +49.0 n
Movimiento de la corrients de polarizacion de entradal 101 18 50 pA/
Alcance de tensidn de entrada [VE £13 +13.5 W
Ratio de rechazo de modo comin CMRER Vo = 213V 97 120 db
Ratio de rechazo de suministro eléctrico | PSRR Ve =13 Vatldh L0 5 LA
Ganancia de tension en gran sefial Avo Ry 22k Vp=+10V\ 100 100 VimV
CARACTERISTICAS DE SALIDA
Oscilacion de tensidn de salida Vi Ry = 10k +11 +126 Y

NOTAS

'Las mediciones de la tension offset de entrada realizan mediante una herramienta de pruebas automatizadas aproximadamente cada
0,5 segundos una vez se haya aplicado la energia.

*Garantizado por disefio.
*Muestra analizada.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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ESPECIFICACIONES MAXIMAS ABSOLUTAS*

*Para tensiones de alimentacion inferiores a + 22 V, la

Tension de alimentacion (VS) ............... +22V tension de entrada maxima absoluta es la misma que la
Tension de entrada® .. ...................... +22V tension de alimentacion.
Tension diferencial de entrada.. .. . ............ +30V
Duracion de salida de cortocircuito. . . s Indefinida Tipo de encapsulado Op* e Unidades
Margen de temperaturas de almacenamiento DIF de phisticn de plomos () 103 = T
o o ae ashico de omo-a 1) L a4 ol WY
Encapsulados S,P... ..... FEER .ﬂ65 Ca+125°C Circuito SOIC de plomo-8 (S)| 158 13 CAW
Margen de temperaturas de funcionamiento
OPOTE ... .o 0°Ca70°C ) . .
OPO7C ... —40°C a +85°C *JA - se eSpeCIﬁC? para la.s c.o-ndmones mas
Margen de temperaturas de conexion . . ... .. ... 150°C desfgvorables, es decir, para los dlSpOSlthO'S en tomas de
Margen de temperaturas del plomo (soldadura, 60 seg.) corriente para el encapsulado DIP de plastico, y para
_________________________________________ 300°C dispositivos soldados a tablas de circuitos impresas para
el encapsulado SO.
GUIA DE PEDIDO
Margen de Descripeion Opcion|  Informaciion de la
Modelo temperaturas encapsulado encapsuladp marca
OPOTEP 0°C a 707 DIP de epoxi de plomo-8 P-5
OPOTCP 10°C a 85°C DIP de epoxi de plomo-8 P-8
CPOTCS 10°C a 85°C circuito SOIC de plomo-8 ~-8
PRECAUCION

Dispositivo sensible a ESD (descarga electrostatica). Las
descargas electrostaticas de potencias de 4000 V se
acumulan facilmente en el cuerpo humano y en las
herramientas de prueba y se pueden dar descargas sin ser
detectadas. A pesar de que el OP07 ofrece sistemas de
circuitos de proteccion patentados ante las ESD, se
puede producir un dafio permanente en aquellos
dispositivos sometidos a descargas electrostaticas de
energia elevada. Por lo tanto, es recomendable tomar las
precauciones adecuadas ante las ESD para evitar una
degradacion del funcionamiento o una pérdida de
funcionalidad.

WAR HI N G'

ESD SENSITIVE DEVICE
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APLICACIONES TIPICAS
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Figura 8. Amplificador de termopar de estabilidad
alta.
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Figura 9. Circuito de precision de valor
absoluto.

INFORMACION DE LAS APLICACIONES

Las unidades de las series OP07 se pueden sustituir
directamente en tomas de corriente de 725, 108A/308A* y
OPO5 sin suprimir, o suprimiendo, la compensacién externa
o los componentes de anulacion. Ademas, el OP07 se puede
utilizar en tomas de corriente sin anulacion del tipo 741. Sin
embargo, si se estd utilizando un sistema de circuitos de
anulacion convencional del 741, se deberia modificar o
eliminar para asi permitir un funcionamiento adecuado del
OPO07. La tension offset del OP07 se puede anular con un
valor de cero mediante la utilizaciéon de un potencidmetro
(véase el diagrama del circuito de anulacion de offset).

CIRCUITO DE PRECISION DE VALOR ABSOLUTO
El OP07 proporciona un funcionamiento estable con una
capacitancia de carga de hasta 500 pF y oscilaciones de + 10
V. Las capacitancia mayores deberian desconectarse con la
ayuda de un resistor para desacoplamiento 50 Q.

Las tensiones termoeléctricas de dispersion generadas por
metales distintos en los contactos de las terminales de
entrada pueden degradar el funcionamiento de la deriva. Por
lo tanto, se obtendra el mejor funcionamiento en el
momento en que ambos contactos de entrada estén a la
misma temperatura, a ser posible cercanos a la temperatura
del encapsulado.

*Solamente los encapsulados TO-99.
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RESUMEN DE DIMENSIONES
Las dimensiones se proporcionan en pulgadas y en (mm.).
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